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More Cost-effective Tester

1.双脉冲测试原理框图

我们的方案采用感性负载的方式来
进行测试，陪测管始终保持关断，
给待测管DUT的驱动施加两个脉冲信
号，分别使用高压探头和电流探头
采集待测管相关波形，从而测试待
测管DUT的开关参数。
注：二极管反向恢复时间TRR和短路电流测试采用类似原理图。
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More Cost-effective Tester

双脉冲测试规格
测试名称 测试参数 测试范围 测量精度 测试条件

双脉冲（感性
负载，开通、
关断特性）

Tdon导通延时时间 5~10000ns

Vds：±2%

Ids：±4%

Vgs：±1.5%

L-Load：
20uH、50uH、100uH、
200uH、500uH、1mH

稳定度：±3%[1]

Vdc：50~1200V

Ids(Ice)：5~400A

L-Load：20uH、50uH、100uH、200uH、
500uH、1mH

栅极驱动电压范围：
Vge(Vgs) ON ：0~20V

Vge(Vgs) OFF：-20~0V

栅极驱动电阻范围：
Rg ON：0~255ohm，步进1ohm，精度1%

Rg OFF：0~255ohm，步进1ohm，精度1%

1st on time：1~1000μs，分辨率0.1μs

1st off time：1~100μs，分辨率0.1μs

2nd on time：1~100μs，分辨率0.1μs 

Tr上升时间 5~10000ns

Ton开通时间 5~10000ns

Imax峰值电流 400A

Eon开通损耗 1~1000000μJ

Di/Dton开通电流斜率 0.01~100KA/μs

Dv/Dton开通电压斜率 0.01~100KA/μs

Vmax1第1次关断过冲
电压

50~1200V

Vmax2第2次关断过冲
电压

50~1200V

Tdoff关断延时时间 5~10000ns

Tf下降时间 5~10000ns

Toff关断时间 5~10000ns

Eoff关断损耗 1~1000000μJ

Di/Dtoff关断电流斜率 0.01~100KA/μs

Dv/Dtoff关断电压斜率 0.01~100KA/μs

[1] 测试夹具接触良好，使用力科HDO6054B示波器在实验室环境下统计得出
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More Cost-effective Tester

2.二极管反向恢复TRR测试规格
测试名称 测试参数 测试范围 测量精度 测试条件

反向恢复特性
（感性负载）

Irr反向恢复电流 400A

Vds：±2%

Ids：±4%

Vgs：±1.5%

L-Load：
20uH、50uH、100uH、
200uH、500uH、1mH

稳定度：±3%[1]

Vdc：50~1200V

Ids(Ice)：5~400A

L-Load：
20uH、50uH、100uH、200uH、500uH、
1mH

栅极驱动电压范围：
Vge(Vgs) ON：0~20V

Vge(Vgs) OFF：-20~0V

栅极驱动电阻范围：
Rg ON: 0~255ohm, 步进1ohm，精度1%

Rg OFF: 0~255ohm, 步进1ohm，精度1%

1st on time：1~1000μs，分辨率0.1μs

1st off time：1~100μs，分辨率0.1μs

2nd on time：1~100μs，分辨率0.1μs

Trr反向恢复时间 5~10000ns

Qrr恢复电荷 0.001~100μC

Erec反向恢复损耗 1~1000000μJ

IFM正向电流 400A

[1] 测试夹具接触良好，使用力科HDO6054B示波器在实验室环境下统计得出
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More Cost-effective Tester

3.短路Isc测试规格
测试名称 测试参数 测试范围 测量精度 测试条件

短路测试

Imax最大短路电流 1000A

Vds：±2%

Ids：±4%

Vgs：±1.5%

稳定度：±3%[1]

Vdc：50~1200V

Ids(Ice)：Max 1000A

栅极驱动电压范围：
Vge(Vgs) ON：0~20V

Vge(Vgs) OFF：-20~0V

栅极驱动电阻范围：
Rg ON: 0~255ohm, 步进1ohm, 精度1%

Rg OFF: 0~255ohm, 步进1ohm, 精度1%

1st on time：1~10μs，分辨率0.1μs

Vmax关断峰值电压 50~1200V

Tsc短路时间 1~10us

[1] 测试夹具接触良好，使用力科HDO6054B示波器在实验室环境下统计得出
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More Cost-effective Tester

测试回路的寄生效应影响测试精准度，对于开关参数，杂感的影响比较大。
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More Cost-effective Tester

根据IGBT第二次开通过程中的波形，我们可以根据计算杂散电感的公式Us=Ls*(di/dt)计算得到
整个主回路的杂散电感是29.81nH。

测试回路杂散电感评估
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More Cost-effective Tester

4. IGBT样本开关测试参数（IKW40N120H3FKSA1）

右图完整地展示了IGBT待测
管DUT在双脉冲测试过程中
各个参数的状态：

红线：栅极电压Vgs；

黄线：源漏电压Vds；

蓝线：源漏电流Ids。
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More Cost-effective Tester

4.1. IGBT样本开关测试参数
（IKW40N120H3FKSA1）

器件IKW40N120H3FKSA1开关测试条件
及结果如右图所示。
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More Cost-effective Tester

4.2. IGBT IKW40N120H3FKSA1开关参数波形细节

关断延时 下降时间

待测管在第一次关断情况下的波形图，从图中我
们可以得到关断延时Tdoff=196.5ns。 

待测管在第一次关断情况下的波形图，从图中我
们可以得到下降时间Tf=53.9ns。
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More Cost-effective Tester

4.3. IGBT IKW40N120H3FKSA1开关参数波形细节

导通延时 上升时间

待测管在第二次开通情况下的波形图，从图中我
们可以得到导通延时Tdon=19.8ns。

待测管在第二次开通情况下的波形图，从图中我
们可以得到上升时间Tr=31.9ns。
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More Cost-effective Tester

4.4 IGBT样本二级管反向恢复测
试参数（IKW40N120H3FKSA1）
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More Cost-effective Tester

4.5 IGBT样本短路测试参数
（IKW40N120H3FKSA1）
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More Cost-effective Tester

5. SiC MOSFET样本开关测试参数（ CI60N120SM ）

右图完整地展示了SiC
MOSFET待测管DUT在双脉冲
测试过程中各个参数的状态：

红线：栅极电压Vgs；

黄线：源漏电压Vds；

蓝线：源漏电流Ids。
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More Cost-effective Tester

5.1. SiC MOSFET样本开关测
试结果（ CI60N120SM ）

器件CI60N120SM开关测试
条件及结果如右图所示。
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More Cost-effective Tester

5.2. SiC CI60N120SM开关参数波形细节

关断延时 下降时间

待测管在第一次关断情况下的波形图，从图中我
们可以得到关断延时Tdoff=59.1ns。

待测管在第一次关断情况下的波形图，从图中我
们可以得到下降时间Tf=24.7ns。
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More Cost-effective Tester

5.3. SiC CI60N120SM开关参数波形细节

导通延时 上升时间

待测管在第二次开通情况下导通延时的波形图，从
图中我们可以得到导通延时Tdon=20.9ns。

待测管在第二次开通情况下上升时间的波形图，
从图中我们可以得到上升时间Tr=37.8ns。
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More Cost-effective Tester

5.4 SiC MOSFET样本二级管反向恢复测试
参数（ CI60N120SM ）
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More Cost-effective Tester

5.5 SiC MOSFET样本短路测试参数
（ CI60N120SM ）

19

短路电流Isc=479.2A

Vgs

Vds

Ids


	Slide 1
	Slide 2: 1.双脉冲测试原理框图
	Slide 3: 双脉冲测试规格
	Slide 4: 2.二极管反向恢复TRR测试规格
	Slide 5: 3.短路Isc测试规格
	Slide 6: 测试回路的寄生效应影响测试精准度，对于开关参数，杂感的影响比较大。
	Slide 7
	Slide 8: 4. IGBT样本开关测试参数（IKW40N120H3FKSA1）
	Slide 9: 4.1. IGBT样本开关测试参数（IKW40N120H3FKSA1）
	Slide 10: 4.2. IGBT IKW40N120H3FKSA1开关参数波形细节
	Slide 11: 4.3. IGBT IKW40N120H3FKSA1开关参数波形细节
	Slide 12: 4.4 IGBT样本二级管反向恢复测试参数（IKW40N120H3FKSA1）
	Slide 13: 4.5 IGBT样本短路测试参数（IKW40N120H3FKSA1）
	Slide 14: 5. SiC MOSFET样本开关测试参数（ CI60N120SM ）
	Slide 15: 5.1. SiC MOSFET样本开关测试结果（ CI60N120SM ）
	Slide 16: 5.2. SiC CI60N120SM开关参数波形细节
	Slide 17: 5.3. SiC CI60N120SM开关参数波形细节
	Slide 18: 5.4 SiC MOSFET样本二级管反向恢复测试参数（ CI60N120SM ）
	Slide 19: 5.5 SiC MOSFET样本短路测试参数（ CI60N120SM ）

